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1. 背景 

ダイヤモンドライクカーボン（Diamond-Like Carbon 

以下 DLC）膜は機械部品のしゅう動部の摩擦特性改善

やドリル先端部の高硬度化など，成膜条件によって

様々な特性が得られる特徴がある．DLC 成膜手法の 1

つ容量結合型プラズマによるプラズマ支援化学気相成

長（Plasma Enhunced Chemical Vapor Deposition 以下

PECVD）法は DLC 膜の平滑性，付き回り性の高さか

ら産業応用が進められてきた．一方で DLC 成膜の制

御法はトライ& エラーが主流であり，プラズマ外部パ

ラメータと DLC 成膜との相関関係の知見が少ない[1]． 

本稿ではDLC成膜の制御技術向上のため PECVDに

よる DLC 膜堆積モデルを構築し，堆積速度と水素含

有率の計算を行ったのでその結果を報告する． 

2. PECVD による DLC 膜堆積のモデリング 

本稿で用いたプラズマ CVD モデルはプラズマと

DLC 膜堆積の 2 つのモデルで構成した．プラズマモデ

ルは過去に構築したものを使用した[2]． 

Fig.1 に本研究で用いた DLC 成膜モデルの概略図を

示す．本モデルでは成膜を巨視的な視点で捉えること

で膜厚や粒子含有率の計算が可能な現象論的モデルを

用いた[3]．膜の堆積は Fig.2 に示すように気相中の粒子

と膜表面の粒子との反応による粒子の吸着や脱離によ

って進行する．気相中から膜表面に飛来する粒子はプ

ラズマシミュレーションから得られた電極近傍での粒

子フラックスの値を用いた．DLC 膜厚は堆積した炭素

の粒子数密度と DLC の格子間距離，水素含有率は膜

中の炭素と水素の数密度から計算を行った． 

3. 結果および考察 

Fig.3 に電極間距離 2.54 cm，電力 1.0 Wcm-3，ガス圧力

1.0 Torr，ガス流量 100 sccm，CH4混合比 10~50%にお

ける DLC膜堆積速度の CH4ガス混合比依存性を示す．

CH4 混合比が増加に伴い DLC 膜堆積速度の低下が見

られるが，これは Ar ガス混合比の増加によって Ar+の

粒子フラックスが増加し，DLC 膜表面の水素をスパッ

タすることで炭化水素ラジカルが付着するためのダン

グリングボンド形成反応が促進されたためである．そ

の他，結果の詳細は発表当日に報告する． 
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Fig.2 DLC deposition mechanisms by plasma enhunced CVD 

Fig.3 Gas mixing ratio dependence of DLC deposition rate 

Fig.1 Schematic diagram of phenomenological 

     DLC deposition model 
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